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E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA: Epitaksja krzemu. Kierunki rozwoju

Zastosowanie krzemowych warstw epitaksjalnych w produkcji przyrzadéw poétprze-
wodnikowych. Oméwiono kierunki badan zwigzane ze stosowaniem procesu epitaksji
w technologii uktadow scalonych VLSI.

A. BADZIAN: O defektach sieci przestrzennej krysztatéw badanych metodami rentge-
nowskimi

Efekty dyfrakcyjne drgan cieplnych atoméw oraz defektow statycznych s rozpatry-
wane na gruncie teorii kinematycznej dyfrakcji promieni rentgenowskich. Z zakresu de-
fektow statycznych omoéwione zostaty roztwory state podstawieniowe GaPxAsix
(BN)x(C;3)1x (GaP)x(Siz)1x 0 <x <1, V5Six x < 1 oraz roztwory state miedzyweztowe
diament syntetyczny i 8 SiC — TaC.

A. BRZOZOWSKI, A. SZYMKIEWICZ: Pomiar warstw epitaksjalnych metodg C-V przy
uzyciu sondy rteciowef

W pracy omoéwiono fizyczne wtasnosci ztgcza prostujacego metal-potprzewodnik oraz
przedstawiono podstawowe problemy i mozliwosci pomiaru warstw epitaksjalnych
melodag C-V przy uzyciu sondy rteciowe;j.
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E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA: Silicon epitaxy. Trends

Application of the silicon epitaxial layers in the semiconductor devices fabrication and
the position of the epitaxial process in VLS| technology are described.

A. BADIAN: Lattice defects studied by x-ray methods

Thermal vibrations of atoms in the crystal lattice as well as static displacements of
atoms from equilibrium sites are discussed on the basis of kinematical theory of x-ray
diffraction. Examplas of static defects are limited to substitutional solid solutions of
GaPxAs1x, (BN)x(Cz)1x (GaP)x(Siz)1x0 < x < 1,V3Sixx < 1, and to interstitial solid solu-
tions found in synthetic diamonds and g SiC — TaC.

A.BRZOZOWSKI, A. SZYMKIEWICZ: Measurements of the epitaxial layers parameters
by means of C-V method with Hg probe

The physical properties of a metal-semiconductor rectifier contact are presented. The
problems of C-V method with a mercury probe in the epitaxial layer measurements are
described. :
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2. HOCCAX3BCKA-OPNOBCKA: 3numakcus kpemuusn. Hanpasenenusn pazeumssa

MpumeHeHne KPEMHUCTBIX ANUTAaKCManbHbIX CIOEB B NPOM3BOACTBUM NONYIPOBOAHN-
KOBbIX NpU6OPOB. PacCMOTPEHbl HaNPOBIEHNA UCCNEAOBAHUN CBA3AHbIX C NPUMEHE-
HUeM 3nUTakcUanbHOro npouecca B TexHonoruu CBUC.

A. BAOA3AH: CmpykmypHsie 0epexmsl HQ OCHOBE PEHM2EeHOBCKUX UCCNE008aHUU

Ha ocHOBE KMHEMaTU4YEeCKOW TeOpUM PacCeAHNA PEHTIEHOBCKUX NyYyeil paccMaTpusa-
€TCA BANAHWE TEeNNOoBbIX KunebaHnin aTOMOB M CTaTUYECKUX CMELLEHN aTOMOB Ha An-
hdbpakumoHHyI0 KapTUHY. OnucaHbl TaKXXe NCKaXXEHUA CTPYKTYPbl TBEPAbIX pacTBOpOB
zameuwerun: GaPxAsix, (BN)x(C,)1x, (GaP)x(Siz)1x 0 <x <1, V3Six x < 1 un ¢pa3 BHe-
ApeHun: cuHTeTnyecknx anmasos u g SiC — TaC. ;

A. BXXO30BCKW, A. WbIMKEBWUY: “ameperue anumakcuansHsix c/10€6 aonbm-gﬁa-
PAOHBIM MEMOOOM € NPUMEHEHUEM PMYMHO20 30HOQ

B paboTte pacCMOTpeEHbI dusnyeckne cBoWcTBa BbiNpAOWEro nepexoaa meran-nony-
NPoBOAHMK U NpeacTaBrieHbl OCHOBHbIE l"lpOGﬂeMbl U BO3MOXHOCTU U3MEPEHUA anNn-
TakcnanbHbIX CNOEB BOfle-d)apaAHNM METOAOM C NpuMeHeHnem pTyTHOro 30HAa.

(§)
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NOWE AWANSE NAUKOWE

Dr hab. Wiadystaw Karol WEOSIISKI pracownik ITME otrzymat we
wrzesniu 1983 r, nominacje na p;rofesora nadmyczajnego nauk technicznych,
Prof. W, WLOSINSKI jest absolwentem Wydziatu Mechanicznego Technolo-
gicznego Politechniki \_Nuszawskiej,' gdzie w roku 1963 wykonat pod kierun-
Isiem prof. Tadeusza Pelczynskiego praéé magisterskg, W roku 1970‘ obronit
przed Radg Wydziatu M. T. prace doktorskg wykonang pod promotorskim
kierownictwem doc, St Jaslana pt. "Wpityw cyklicznych zmian temperatury
na strukture przypowierz;:hniowq matryc do prasowanla szkia", a w roku
1977 przed tg éumq Radg Wydziatu przedstawi rozprawe habilitacyjng na
temat "Zjawiska dyfuzyjne w warstwach granicznych potaczern ceramika-metal
w aspekcie optymalizacji technologii®.

We wszystkich pracach bedacych podstawa do zdobywania stopni naukowych,
a takze w wigkszoséci prac przez Niego publikowanych i wdrozonych do
praktyki przemystowej wystgpujq zagadnienia warsh!v posrednich tworzacych
sie pomigdzy metalami i niemetalami w czﬁsle spajania lub spiekania,

Wiasdnie spajanie metali z niemetalami, obok szeroko pojetego materiatoznawst-
wa elektronicznego, jest giéwna specjalnoécig profesora W. WLOSINSKIEGO.
Jest On autorem lub wspdtautorem 51 prac opublikowanych, w tym 38 w prasie
krajowej i 13 w zagranicznej, a takze wspdétautorem ksigzki pt. "Elektrocera~
mika" wydanej przez PWN w 1981 r. oraz autorem ksigzki znajdu]qcej‘ sie

w druku w PWN pt. "Potqczenia metaloceramiczne"., Obok pracy badawczej
prof. W. WLOSINSKI prowadzi dziatalno$é dydaktyczng w Politechnice War-
szawskiej, gdzie od wrzednia 1982 r. kieruje Zakiadem Spawalnictwa.

Efektem pracy naukowej i dydaktycznej jest wypromowanie przez prof,

W. WLOSINSKIEGO pigciu doktoréw (foto). :

Tematyka rozpraw doktorskich jestv skoncentrowana na badaniach warstw
poérednich materialéw réznoimiennych otrzymywanych metodami spajania lub
infiltracji. Zagadnienia te zostang szerzej przedstawione w specjalnym Ze-
 szycie Materialéw FElektronicznych. v A
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Od lewe;j: dr inz. Edmund TOMASIK, dr inz. Jacek SENKARA, ,
prof. Wiadystaw WtQSINSKI, dr inz. Wiestawa OLESINSKA,
dr inz. Maciej NOWAKOWSKI, dr inz. Andrzej GRODZINSKI

OD REDAKCJI

Czytelnikéw zainteresowanych- metodami badawczymi informujemry, ze we
wrzesniu 1983 roku odbyta sie w Jabtonnie k, Warszawy Szkota Letnia
nt, "Mikroanaliza rentgenowska z uwzglednieniem wprowad;enia do mikroana-
lizy jonowej i spektrometrii elektrondw Augera,” Organizatorami Szkoty byty:
Sekcja Metod Badari Materiatéw Komitetu Nauki o Materiatach PAN oraz
Komisja Krystalografii Stosowanej Komitetu Krystalografii PAN, Kierownikiem
naukowym byt doc. dr Andrzej Szummer z Instytutu Inzynierii Materiatowej
Politechniki Warszawskiej. ¢
Na program Szkoty ztozyly sie nastepujace wyktady:
l. Doc. dr hab, S, Mréz (UniwerSytet Wroctawski) - Fizyczne podstawy
iloSciowej spektrometrii elektrondw Augera.
2, Dr %. Kaczyrski (Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych - War-
szawa) - Aspekt- iloSciowy spektroskopii elektr‘oxvléw Augera.
3. Dr B. Wendler (Politechnik‘a Lédzka) - Mikroana.zator Augera firmy
Varian, .
4. Dr J. Paduch (Instytut Metalurgii Zelaza - Gliwice) - Ogélne zasady mo-
delu Monte Carlo,
5, Dr J, Paduch (IMZ) - Zastosowanie metody Monte Carlo do korekciji

mikroanalizy rentgenowskiej.
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6. Dr J.. Paduch (IMZ) - Mikroanaliza matych czastek | cienkich warstw
metodg Monte Carlo. ¢

7. Dr G. W. Lorimer (University of Manchester) - Quantitative x-ray
microanalysis of thin foils, )

8. Dr W. Beier (Martin Luther Universitht - Halle Wittenberg) = X-ray
microanalysis of thin films produced on bulk substrates by chemical
reactions or ion implantation and the influence on SEM contrast,

9. Dr K. Sikorski (Politechnika Warszawska) - Mikroanaliza ilogciowa
cienkich warstw,

10. Dr V. D, Scott (University of Bath) -~ Quantitative x~ray microanalysis
including light elements.

11i. Dr k. Kaczyhnski (ITME) - Mikroanaliza rentgenowska pierwiastkéw
lekkich, {

12, Doc. dr hab. J. Gatgzka ( Instytut Energetyki Jadrowej -~ Swierk k. Warsza-
wy) -~ Opracowanie statystyczne wynikéw mikroanalizy,

13. Doc. dr hab. J, Gatqzka. (IEJ) - Zagadnienie jednorodnosdci sktadu w bada~
niach mikroanalitycznych,

14. Mgr K, Stré6z (Uniwersylet Slaski) - Zagadnienie preéyzji" w iloSciowe]
mikroanalizie rentgenowskiej. ‘

15. Doc. dr J. Marks (OBR Przetwornikéw Obrazu - Warszawa) = Wprowa--

dzenic do mikroanalizy jonowej, :

16. Dr W, Suymczyk (Instytut Probleméw Jedrowych - Swierk k. Warszawy)

- Analiza rentgenowska metodg dyspersji energii.- :
7..Dr W, Szymczyk (IPJ) - Komputerowy system analizy rentgenowskiej

metodq dyspersji eniergii KSAR,

Prezentowana tematyka pozwala na glebsze zorientowanle sige w specyfi-
ce kazdej z technik mikroanalizy: rentgenowskiej, elektronowej i jonowej oraz
na zapozhanlie sie z nowymi metodami badarh mikroobszaréw | powierzchni
i ich interpretacji. Pylsku Akademia Nauk przewiduje wydanie d'rukiem ma~
teriatéw Szkoty, przypuszczalnie pod koniec 1984 roku. Wydawnictwa PAN

mozna nabywaé w Ksiggarmi Wzorcowe] PKIN w Warszawie.
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